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摘 要

本論文針對自行開發設計之100V LD NMOS、200V LD NMOS及IRF640、RFW2N06RLE、RLP03N06CLE五種樣品，進

行抗靜電放電破壞能力測試及可靠性分析。 從測試結果發現，由閘極輸入的靜電放電脈衝，會造成LD NMOS、IRF640的

臨限電壓改變及通道電子遷移率的變化，其臨限電壓最大的改變幅度約為一倍(由VT0變成2VT0，其中VT0為測試前的臨

限電壓)，遷移率最多降低為原來的一半左右；而具有靜電放電保護電路設計的RFW2N06RLE及RLP03N06CLE功率電晶

體IC，受靜電放電破壞的程度，遠比未具靜電放電保護電路的功率電晶體來得小。由此可知，功率電晶體雖然被設計應用

於高電壓、大電流的偏壓條件，但對於動輒上千伏特的靜電放電電壓、數安培的靜電放電電流而言，功率電晶體仍嫌脆弱

，所以為了確保功率電晶體等高功率元件的可靠度，靜電放電保護電路設計是當務之急。
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